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PROBLEMA  1.- 

 En  el  siguiente  circuito, si el transistor  de silicio tiene  un   β=300  calcular : 

a).- El punto de operación del BJT. 

b).- AV (  Ganancia de tensión ) , AI (Ganancia de  corriente) , AP (ganancia de potencia) ,   Ri 

(resistencia de  entrada  del  circuito) , Ro ( Resistencia  de salida del circuito). 

c).-Determinar. ¿ Cual seria  el  valor  al cual hay que  cambiar los valores  de las resistencias  de 

1M (Resistencia  R ) para  que  el transistor ingrese a  la  zona de saturación? 
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PROBLEMA 2 .- 

En el siguiente circuito donde  RL es la  carga. Obtener:  

a).- Los  puntos de operación de cada uno de los  transistores. 

b).-Las  ganancias de  tensión  y de corriente del circuito. 

c).- Dibujar la tensión Vo  si la tensión de entrada es  la  mostrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMA  3.- 

Desarrollar el modelo circuital   con el uso  de  diodos  ideales y componentes  eléctricos, de 

manera que el   circuito que   genere las siguientes  curva de respuesta tensión versus  corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL  PROFESOR.  
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